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ELEKTRONIK LABORATUVARI
MOSFET Karakteristikleri

DENEYE HAZIRLIK
1) MOSFET nedir? Nerelerde kullanilir?

2) BJT ile MOSFET arasindaki fark nedir?

3) FET tiirleri nelerdir?

BILGI
Analog ve dijital devrelerde anahtarlama ve gii¢ dengeleme amaciyla kullanilan MOSFETlerde 3 adet
bacak bulunmaktadir. Bu bacaklar gate, drain ve source isimlerini alirlar. BJTler; akimi, base uglarindaki
akim kullanarak kontrol ederken MOSFETIer, gate ucundaki gerilimi kullanilarak akim kontrol etmektedir.
Caligma karakteristiklerine gore 2 tip MOSFET vardir.
e Depletion (Azalan) Tip MOSFET
e Enhance (Cogalan) Tip MOSFET
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Depletion Tip MOSFET (N Kanal):

Bu tip MOSFETlerin yapilarinda, Drain ve Source uglarina bagl iki N tipi bolgenin arasinda kanal
bulunmaktadir. Gate ucu iizerindeki gerilim OV oldugunda bile bu kanal sayesinde Drain ve Source arasinda
belirli bir akim geger. Gate’e (+) gerilim uygulandiginda Drain-Source arasindaki kanal genisleyerek

iizerlerinden gegen akim artar. (-) gerilim uygulandiginda ise kanal daralarak gecen akim azalir.
Enhancement Tip MOSFET (N Kanal):

Depletion tip MOSFETlerden farklari, Drain-Source arasinda bir kanal bulunmamasidir. Gate
terminaline bir gerilim uygulanmadig1 takdirde Drain-Source arasinda bir akim akmaz. Bu tip MOSFETlerde
iki N tipi iletken ve aralarindaki yalitkan, bir kondansatdr yapist olusturmaktadir. Gate terminaline (+) ve (-)

gerilim uygulanarak Drain-Source arasindaki akim kontrol edilir.
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MOSFET denklemleri agagidaki gibidir. Drain {izerinden akan akimin (Ip), gate ile source arasindaki

gerilime (Vgs) bagl oldugu goriilmektedir.
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IRFZ48 model N tipi MOSFET’in bilgi kagidi asagida verilmistir.

A :
VISHAY. IRFZ48, SiHFZ48
Vishay Siliconix

Power MOSFET

FEATURES
PRODUCT SUMMARY 4
* Dynarnic dvi/dt Rating
Ve (0 i * Repetitive Avalanche Rated o
Pospe L4 Vax = 10Y g * Uitra Low On-Resistancs RoHS®
COoMPUANT
Qg (Macx) {nC) 1 » Very Low Tharmal Rasiatancs
Tga (0 il « 175 *C Operating Temperatura
T IC) 38 » Fast Switching
Configuration Single + Ezze of Paralleling
£ = Compliant io RoHS Directive 2002/95%EC
TO-20AR DESCRIPTION

Third generation Power MOSFETs from Vishay provide the

designer with the best combination of fast swiiching,

GOJ rugoedized  device design, low  on-resistance  and

coat-effecthvensess.

The TO-220AB package |s wniversally preferred for 2l

commerclal-industrial applications st power  dissipation

o ieveds to approximately 50 W. The low thermal resistance

HsChannel MOSFET and low package cost of the TO-220A8 contribute to i
widts secaptance throughout the industry.

ORDERING INFORMATION

Package TO-Z2048
IAFZ4BP%F

Lead (Pij-free SHEFARE
IAFZ48

St SHFZ28

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Tc = 25 *C, unless otharwise noted)

PARAMETER SYMBOL LIMIT UNIT

Dirain-Source Voltags Wik B v

Gate-Sowrce Volktage [ =20

. R Ti = 26 °C 50

Contirmous Dirain Curent | Wos af 10 To=00°C I = A

Pultad Drain Cunenta Tewa a0

Linear Derating Factor 1.3 WiRC

Single Pulse Avalanche Energy® Eas 100 md

Mymlanche Curert® (" 50 A

Repstitive Avalanche Enangy® [ 18 mJ

Manamurn Power Dissipation Te=26°C Pa 160 W

Peak Diode Fecavery dvidr dVidt 4.5 Vins
SPECIFICATIONS (T = 25 °C, unless otherwise noted)
PARAMETER symeoL | TEST CONDITIONS | MmN [ TYe. [ max. | uniT
Static
Drain-Source Breakdown Voltage Vos Vs =0V, Ig=250 pA &0 - - v
Vo Temperature Coafficient ANps/T; Raference to 25 °C, I =1 maA - 0.060 - VG
Gate-Source Threshold Valtage Viasin Vos = Vs, Ip =250 pA 2.0 - 4.0 v
Gate-Source Leakape leesg Veg =+ 20 - - +100 nA

Vos =60V, Vgs=0V - - 25
Zero Gate Veltage Draln Current Ipas LA
Vps=4B WV, Vgs =0V, T;=150°C - - 250
Drain-Source On-State Resistance Rosion) Ves =10V In =43 AB - - 0.018 0o
Forward Transconductance Ot Vpe =25V, Ip=43 A" 27 - - s
Dynamic
Input Capacitance Cins Ves = OV, - 2400 -
Output Capacitance G Vo =25V, - 1300 - pF
Reverse Transfer Capacitance C= = 1.0Mtr, e fg. 3 - 180 -
T




